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v The invention concerns a method for treating a substrale comprising 2 “ « . » A
semi-conducting layer (4) on at least one of its surfaces. Said method comprises , " - < v "
2 step for anncaling the substrate and a step for forming an oxide layer (6) at the * TR ud
semi-conducting Iayer (4) surface, carried out before the end of the annealing step, - 12
protecting the remainder of the semi—conducting tayer (4). 4 4 * ¥ A

rd »~ L4 4 2
(57) Abrégé . Y =X

B
L’invention conceme un procédé de traitemenr dun substrat compornant

une couche de semi~conductenr (4) sur au moins une de ses faces. Ce procédé 14

comprend une &tape de recuit du substrat et une étape de formation d'une couche
d’oxyde (6) en surface de Ja couche de semi~conducteur {4), réalisée avant Ia fin
de I'étape de recuit, protégeunt fe reste de la couche de semi-conducteur (4).
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